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En esta comunicacion presentamos una técnica no interferométrica para medir el valor
del desfase que introduce un material de registro holografico en un haz de luz que lo atraviesa.
Se basa en la medida de la eficiencia de difraccion producida por una red de difraccion plana
registrada en el material. Proponemos el uso de la funcién supergausiana para modelar el
perfil de la red registrada. Por comparacion entre las medidas experimentales y la eficiencia de
difraccién calculada con nuestro modelo se ajustan los diversos parametros de la
supergausiana, entre ellos la profundidad de fase de la red. La red se ha registrado para
diferentes valores de exposicion y la experiencia se ha realizado usando varias redes, cada una
con diferente frecuencia espacial.

En los materiales de fase la transmitancia en intensidad es independiente de la
exposicion (energia por unidad de 4rea) recibida pero no asi el desfase que introducen en el
haz de luz que los atraviesa. Resulta conveniente poder caracterizar el desfase que introduce el
material en funcion de la exposicion recibida. Para ello se puede hacer uso de técnicas de
medida interferométricas [1], sin embargo este tipo de medidas son muy sensibles a las
condiciones ambientales y a la estabilidad del montaje. En su lugar hemos realizado medidas
de la eficienca de difraccion (intensidad difractada al orden 1 normalizada por la intensidad
incidente) producida por una red registrada en el material. Se trata de medidas mas robustas y
que se realizan con un montaje optico relativamente simple como es un difractometro.

Recientemente propusimos el uso de la funcion supergausiana para modelar el perfil de
redes de difraccion planas [2]. Como veremos a continuacién mediante el ajuste de los tres
parametros de la funcién supergausiana tenemos gran flexibilidad para poder simular una gran
variedad de perfiles posibles. El perfil de la red de fase registrada en el material se puede
describir como

t(x)=t, exp(i(p(x)) 09

donde t, es la transmitancia en intensidad del material, y ¢(x) describe el perfil de modulacion
de fase de la red. Para un perfil supergausiano la funcion ¢(x) es de la forma

o(x)=o, exr{— (%)2} ©)
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donde Q y o son parimetros que definen el perfil de la funcién, y @ es la profundidad de la
modulacién de fase registrada. La funcion se limita a un intervalo y este intervalo se repite

periddicamente para simular la red registrada. El
| 107 7N valor asignado a Q se corresponde con la anchura
] 0.8 :‘/ “"\ de la supergausiana dentro de un intervalo, y el
; b6 i \"'i valor de  simula la pendiente en los bordes tal
: 0.41 g como se rpuestra en la figura 1. Para a=1 tenemos
‘ ] . una gausiana, en la cual los bordes son muy
| 0.2 i :\‘\ suaves. Para a=5 el perfil es practicamente
Y Y =2 SR binario.

A9 05 00 05 10 Presentamos los resultados obtenidos

usando emulsién holografica blanqueada como material de registro. Se han usado placas
Agfa-Gevaert 8E56 HD, a las que se aplica un blanqueo rehalogenante de ferricianuro [3]. Las
redes se han registrado mediante un proceso de copia por contacto usando como originales
redes binarias de absorcion generadas mediante una impresora Linotronic sobre fotolito
binario de alto contraste [2]. Para exponer la emulsion se ha usado el haz colimado de una
lampara de mercurio de alta presion, filtrado a 405 nm. Las medidas de eficiencia se realizan
iluminando con un haz colimado procedente de un laser He-Ne (A=632.8 nm). Se capta una
imagen ampliada de la red registrada, sobre la cual medimos la anchura relativa del perfil.
Este es el valor que asignamos a Q en el modelo. El ajuste posterior de los valores
experimentales de eficiencia y los calculados con el modelo tedrico proporciona el valor de a
y el valor de la profundidad de fase ¢o. Hemos obtenido a=1 en todas las copias realizadas.

En la figura 2 mostramos los resultados obtenidos para la profundidad de fase @q en
funcion de la exposicion. Los resultados se han calculado para redes de diferente frecuencia
espacial (en la figura 32 I/mm, 18 I/mm y 8 /mm). En todo caso se trata de redes de baja
frecuencia espacial. Observamos que las curvas presentan una seccion lineal hasta alcanzar
una modulacién de 2n radianes. A partir de este punto se produce una saturacion. El rango
dindmico de modulacion de fase de la emulsion blanqueada es mayor de 2x radianes, lo cual
es suficiente para cualquier aplicacion en optica difractiva. El conocimiento de estas curvas es
especialmente importante en el caso que se quiera registrar un holograma con un perfil
12.0 : : : , continuo de fase tal como un kinoform, o que se
100 i ______ S ; necesite un holograma con multiples niveles de fase.
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